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Relatorio Descritivo. da Patente de Invencdo para "METODO
PARA PRODUZIR UMA PLURALIDADE DE COMPONENTES SEMICON-
DUTORES INTEGRADOS". |
Descrigao

A presente invengao refere-se a um metodo para produzir uma
pluralidade de componentes semicondutores integrados. Na tecnologia de
semicondutores, os componentes semicondutores integrados geralmente
ndo sdo produzidos individualmente, mas preferencialmente na montagem
de um suporte, por exemplo, de uma pastilha de silicio. Neste caso, entao,
uma pluralidade de componentes é simultaneamente produzida em um unico
suporte, de uma maneira que envolve passar por varias etapas do processo.

Varios circuitos eletrdnicos, pertencentes a eletronica de potén-
cia, requerem, as assim denominadas redes amortecedoras, que dissipam
energias parasitarias no circuito relevante ou as retiram do dito circuito e os
alimentam de novo mais tarde. Amortecedores, como circuitos deste tipo
geralmente sdo chamados, consistem em interconexdes simples de resis-
téncias, capacitancias e indutancias. Em um componente amortecedor deste
tipo, por exemplo, um elemento RC, a energia parasitaria é dissipada, por
exemplo, sob a forma de calor.

A DE 10 2006 017 487 A1 descreve a produgdo de amortecedo-
res em um projeto integrado, como um componente semicondutor integrado.
De acordo com a publicagdo "Berberich, S.E.; Bauer, A.J.; Ryssel, H., High
Voltage 3D-Capacitor, 12° Conferéncia Eeuropéia em Eletronica de Poténcia
e Aplicacdes 2007 Anais EPE '07, 02 a 05 de setembro de 2007, Aalborg,
Dinamarca”, é conhecido por fabricar componentes amortecedores integra-
dos como amortecedores 3D em um processo de produgdo que constitui um
derivativo de uma tecnologia padronizada CMOS de silicio. As propriedades
elétricas dos componentes sdo controladas, entre outros fatores, pela inten-
sidade da adigdo de particulas nos materiais de semicondutores e a area ou
tamanho dos componentes.

Em outras palavras, etapas de fotolitografia sao usadas para

medir a area de base do componente ou definir a area de circuito integrado e
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para padronizar a metalizagao.

A tecnologia descrita resulta em grande complexidade de enge-
nharia de processo. Além disso, a complexidade para medir os componen-
tes, isto &, no que se refere ao seu tamanho de circuito integrado, valor de
capacitancia e valor de resisténcia dos componentes amortecedores, é alta.
Alterando a resisténcia, neste caso, por exemplo, a respectiva area do circui-
to integrado ou a adigdo de particulas na pastilha é alterada. Alterando a
capacitancia de um componente, a area do componente é alterada, por e-
xemplo, uma area de aproximadamente 15 pm2 é requerida para produzir
um capacitor de 15 nF com uma resisténcia dielétrica maior do que 200 V, e
aproximadamente 20 me para um capacitor de 20 nF.

E um objetivo da invengao, especificar um método em que com-
ponentes amortecedores 3D podem ser medidos de maneira mais simples
durante sua producao.

A invengdo é baseada no reconhecimento de que, no conhecido
processo padronizado de CMOS, o tamanho do componente ou a area do
componente tem que ser considerado em cada etapa individual do processo.
A titulo de exemplo, quando se altera a area do componente de um capacitor
integrado no sentido de alterar o valor da capacitancia do mesmo, isto tem
que ser considerado em todas as etapas de mascara do processo inteiro.
Além disso, o reconhecimento de que amortecedores integrados consistem
em uma estrutura basica ativa que é coberta por uma camada de cobertura
padronizada, por exemplo, a metalizagdo superior, é considerada. A estrutu-
ra basica ndo contém a camada de cobertura. A estrutura basica de perse é
idéntica a componentes de dimensoes diferentes. A estrutura basica €, a
titulo de exemplo, furos que séo introduzidos na pastilha e que s&o revesti-
dos com um dielétrico no sentido de que finalmente forma um capacitor por
meio da camada de cobertura.

A invengdo é entdo baseada no conceito de produzir os compo-
nentes no suporte de tal modo que a estrutura basica ativa seja inicialmente
produzida sem considerar 0s limites de componente reais subsequentes, de

forma continua, sem quaisquer intervalos, de forma ininterrupta ou planar-
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mente, quer dizer, sem limites ou regides de corte reservados, ao longo de
todo o suporte. Em outras palavras, a estrutura basica ndo é padronizada de
acordo com circuitos integrados individuais na regido dos componentes que
surgirdo subsequentemente, e ndo é entdo limitada as dimensoes desejadas
do componente. Portanto, limites de componente ou regides de corte subse-
quentes em que 0s componentes seréo subsequentemente individualizados
sao inicialmente desconsiderados.

Em dltima instancia, o componente n3o é delimitado a uma regi-
50 especifica do suporte até por meio da camada de cobertura. Entdo, ndo é
até em uma proxima etapa que a delimitagéo real dos componentes surge
por meio da aplicagdo direcionada das metalizagdes nas, € somente nas
regides que sdo subsequentemente planejadas para formar o respectivo
componente individual. A metalizag&o, quer dizer, o elétrodo superior ou lado
de serragem do componente amortecedor €, neste caso, padronizada por
meio de um método de mascara, por exemplo, uma denominada mascara de
projetar sombra.

O objetivo é entdo alcangado por meio de um método de acordo
com a reivindicagdo da Patente 1. O método serve para produzir uma plura-
lidade de componentes semicondutores integrados em um suporte € possui
as seguintes etapas: a estrutura basica ativa é introduzida no suporte, como
explicado acima, isto quer dizer, de forma continua pelo menos através de
uma parte dos limites de componentes a serem criados. E s6 entdo que as
regides dos componentes semicondutores no suporte sao definidas. Em ou-
tras palavras, a posigdo, tamanho e forma de cada componente semicondu-
tor ou os limites dos mesmos no suporte sdo definidos.

Em cada regido que é planejada subsequentemente para cbnsti-
tuir um componente semicondutor, uma camada de cobertura é entédo apli-
cada ao suporte ou a estrutura basica ativa com a ajuda de uma mascara ou
um método de mascara. Finalmente, o suporte é dividido para formar os
componentes semicondutores nos limites.

O método dispde a vantagem significativa de que, em Ultima ins-

tancia, o tamanho do componente, forma ou posi¢do no suporte seja apenas
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definida com base na camada de cobertura ou o método de mascara, e 0s
componentes semicondutores integrados a serem produzidos possam deste
modo ser definidos em uma maneira particularmente simples com base nes-
ta Unica etapa. Com base na estrutura da mascara no método de mascara, o
tamanho do componente e deste modo, por exemplo, o valor de capacitan-
cia, o valor de resisténcia ou a area de circuito integrado podem consequen-
temente ser liviemente medidos, isto quer dizer particularmente, de forma
simples e com boa relagdo custo-beneficio, no método. Isto reduz conside-
ravelmente a despesa no que se refere ao desenvolvimento, engenharia de
processo e custos para a produgdo de componentes semicondutores deste
tipo.

Em uma modalidade preferida do método, elementos de estrutu-
ra idénticos dispostos um ao lado do outro, planarmente, sao introduzidos
como estrutura basica no suporte. Os elementos de estrutura deste tipo sao
geralmente de ordens de magnitude menores do que a area do componente
semicondutor integrado. Em outras palavras, cada componente semicondu-
tor integrado consiste em um numero muito grande de tais elementos de es-
trutura idéntica. Em outras palavras, o dimensionamento do componente €
efetuado pelo nimero de elementos de estrutura que o componente tem
subsequentemente, isto quer dizer pela area do suporte coberta pelo com-
ponente semicondutor.

Particularmente para uma estrutura basica deste tipo € vantajoso
que os elementos de estrutura possam ser introduzidos planarmente sobre o
suporte inteiro sem considerar os limites de componente, o que também sim-
plifica significativamente esta etapa do processo.

Em uma configuragéo preferida do método acima mencionado,
estruturas furadas ou sulcadas séo introduzidas como elementos de estrutu-
ra no suporte. Componentes amortecedores tendo estruturas furadas deste
tipo sdo conhecidos, por exemplo, da DE 10 2006 017 487 A1 ja citada. Es-
tes estdo particularmente bem adaptados para a produgdo de capacitores

integrados.
De acordo com o método, a estrutura basica se estende pelo
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menos através de uma parte dos limites dos componentes, isto quer dizer,
também sobre regides do suporte que tém que ser subsequentemente divi-
didas durante a individualizagdo dos componentes. Em uma configuragao do
método, a estrutura basica tem uma camada auxiliar, por exemplo, uma ca-
mada especifica, que apresenta problemas, por exemplo, durante a individu-
alizacdo subsequente dos componentes. Estas sdo, por exemplo, partes da
estrutura basica que causariam problemas, por exemplo, durante a separa-
¢ao do suporte, espalhariam, por exemplo, durante a serragem ou iriam pro-
duzir curtos-circuitos indesejaveis entre camadas individuais. Nesta versao
do método, antes de o suporte ser dividido, nos limites dos componentes, a
parte correspondente da camada auxiliar & subsequentemente removida no-
vamente.

Em uma configuragdo do método mencionado, a parte discutida
da estrutura basica € uma camada auxiliar mais elevada, que é entéo cober-
ta pela camada de cobertura na etapa subsequente.

Em uma configuragdo adicional do método, é usado em polissili-
cio como camada auxiliar. Além disso, pode ser usada TMAH (solugao de
hidréxido de tetrametilaménio) para remover a dita camada auxiliar. A TMAH
pode, por exemplo, remover uma camada de polissilicio altamente dopado
como camada auxiliar, de maneira particularmente simples. Neste caso, o
polissilicio é igualmente depositado globalmente, isto quer dizer, sem consi-v
derar os limites, no suporte. Neste caso, a TMAH trabalha seletivamente
com respeito ao metal da camada de cobertura nas regides expostas, isto
quer dizer, as regides ndo cobertas por metal. A remog&o da camada auxili-
ar, entdo, ndo requer mais uma etapa especial, desde que a metalizagao ja
aplicada atua como uma mascara para a TMAH.

Em uma modalidade adicional preferida do método, a camada
de cobertura é produzida com a ajuda de uma mascara de projetar sombra.
O uso de uma mascara de projetar sombra em uma etapa do processo pode
ser realizada de uma maneira particularmente simples e com boa relagcéo

custo-beneficio.
Em uma versdo adicional do método, é aplicado metal como
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camada de cobertura.
Em outra configuragdo do método, uma pastilha de silicio é usa-

da como suporte.

Em uma configuragdo adicional do método, um componente a-
mortecedor baseado em semicondutor é produzido como componente semi-
condutor.

Em uma configuragdo deste método, um amortecedor 3D é pro-
duzido como componente semicondutor.

Para uma descrigdo adicional da invengao, é feita referéncia as
versoes exemplificativas nos desenhos, em que, em cada caso em um dia-
grama basico esquematico:

a figura 1 mostra um suporte com uma pluralidade de compo-

nentes semicondutores,

a figura 2 mostra um corte transversal através do suporte € um
componente semicondutor,

a figura 3 mostra um corte transversal de acordo com a figura 2
para uma verséo alternativa de um componente.

A figura 1 mostra uma pastilha de silicio como suporte 2. A mul-
tiplicidade de componentes semicondutores 8 (somente trés ilustrados) sa@o
subsequentemente planejados para surgir no suporte 2, mas a posi¢ao es-
pacial exata dos ditos componentes semicondutores no suporte 2, ndo tem
nenhuma significancia qualquer para a primeira etapa do método descrito
abaixo. Consequentemente, a posigao e localizagdo ou os limites 10 dos
componentes semicondutores 8 que irdo surgir ndo tém que ser conhecidos
para a primeira etapa do método, embora isto geralmente se aplique na téc-
nica.

Uma estrutura basica 4 é entdo introduzida no suporte 2 na pri-
meira etapa do método, sem considerar a posicdo subsequente ou em parti-
cular os limites 10 dos componentes semicondutores 8, que somente irao
surgir subsequentemente. A estrutura basica 4 é entdo introduzida na super-
ficie 6 do suporte de forma ininterrupta, de forma continua, sem quaisquer

intervalos, sem considerar os limites subsequentes 10. A estrutura basica 4
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é deste modo, nao-padronizada, em particular no que se refere as regioes
subsequentes dos componentes semicondutores 8, isto quer dizer, ndo €
limitada as dimensodes desejadas dos mesmos.

Em uma segunda etapa, os componentes semicondutores 8, ou
os limites 10 dos mesmos s3o entdo planejados, identificados ou definidos
na superficie 6 ou no suporte 2. Uma méscara 12 € produzida corresponden-
temente: na regido de cada componente semicondutor 8, uma camada de
cobertura 14, metal, no exemplo aqui, é entdo aplicada a estrutura basica 4
com a ajuda da mascara 12, uma mascara de projetar sombra, no exemplo.
Em contraste com a aplicagdo da estrutura basica 4, isto é efetuado de for-
ma a considerar os limites 10, isto quer dizer que a camada de cobertura 14
é seletivamente aplicada somente na regido dos componentes semiconduto-
res 8. Na regido dos limites, o suporte permanece livre da camada de cober-
tura 14.

Em uma etapa final, o suporte 2 ou mais precisamente, os com-
ponentes semicondutores 8 sdo entéo individualizados por meio do suporte
2, na regido dos limites 10, sendo divididos por toda sua espessura, isto quer
dizer, junto com a estrutura basica 4 também presente la.

A figura 2 mostra um corte transversal através do suporte 2 e um
componente semicondutor 8. Na figura 2, o suporte 2 pode ser visto mais
uma vez na forma de substrato de silicio com uma metalizagéo 16 como elé-
trodo inferior. Na figura 2, a estrutura basica 4 consiste em elementos de
estrutura 18 que séo gravados perpendicularmente no suporte 2 da superfi-
cie 6 e estdo na forma de furos anisotropicos ou estruturas sulcadas ou fura-
das e uma camada dielétrica 20, que cobre ambos a superficie 6 e 0s furos,
isto quer dizer, todo o suporte 2. Os elementos de estrutura 18 sao dispostos
planarmente, lado a lado um do outro, de forma distribuida, sobre todo o su-
porte 2. Pode também ser discernido na figura 2 que a estrutura basica 4
mostrada se estende sem interrupgéo sobre todo o suporte 2, em particular
nao considera os limites 10 do componente semicondutor 8 ilustrado na figu-
ra 2. Na figura 2, a camada de cobertura mais elevada 14, também pode ser

vista como metalizagdo na forma de um elétrodo superior, que, porém, foi
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depositado de forma delimitada ao componente semicondutor 8. Entao, na
regido dos limites 10, nenhuma camada de cobertura 14 esta situada no su-
porte 2.

O componente semicondutor 8 ilustrado na figura 2 € um assim
denominado amortecedor 3D tendo, entre a metalizagido 16 e a camada de
cobertura 14, o diagrama de circuito equivalente de um resistor R e de um
capacitor C como ilustrado na figura 2. Neste caso, ambos 0s valores de re-
sisténcia R e de capacitancia C sdo determinados pela area basica ocupada
pelo componente semicondutor 8 no suporte 4. Em outras palavras, os dois
parametros R e C do componente amortecedor alterariam se, em vez dos
elementos de estrutura trés por trés 18 (quadrado, somente trés visiveis na
vista em corte) ilustrados na figura 2, em cada caso os elementos de estrutu-
ra adjacentes 18 (quatro por quatro) foram também cobertos pela camada de
cobertura 14 e deste modo surgiu um componente composto por dezesseis
elementos de estrutura 18.

A figura 3 mostra uma modalidade alternativa de um componen-
te semicondutor 8, em que a estrutura basica 4 inclui adicionalmente uma
camada adicional 22 aplicada @ camada dielétrica 20. A dita camada adicio-
nal foi depositada na forma de uma camada de polissilicio dopado como elé-
trodo superior adicional em uma forma de cobertura de area no suporte 2.
Porém, desde que a camada 22 encurta o espago livre isolante depois do
corte subsequente do suporte 2 na regido dos limites 10 e iria, deste modo,
produzir arcos no componente semicondutor 8, ap6s a aplicagdo da metali-
zagao 16, a camada 22 como parte da estrutura basica é removida na regido
dos limites 10 pela agdo da TMAH 24 até que a camada 20 seja descoberta.
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REIVINDICAGOES

1. Método para produzir uma pluralidade de componentes semi-
condutores integrados (8) em um suporte (2), em que:

- uma estrutura basica ativa (4) é introduzida no suporte (2) de
forma continua, pelo menos através de uma parte dos limites (10) dos com-
ponentes semicondutores (8) a serem criados,

- as regides dos componentes semicondutores (8) no suporte (2)
sado definidos,

- uma camada de cobertura padronizada (14) é aplicada ao su-
porte (2) na regido de cada componente semicondutor (8) com a ajuda de
uma mascara (12),

- 0 suporte (2) é dividido para formar 0s componentes semicon-
dutores (8) nos limites (10) do mesmo.

2. Método‘de acordo com a reivindicagdo 1, em que elementos
de estrutura idéntica (18, 20, 22) dispostos lado a lado um do outro, planar-
mente, sdo introduzidos como estrutura basica (4) no suporte (2).

3. Método de acordo com a reivindicagdo 2, em que estruturas
furadas ou sulcadas sdo introduzidas como elementos de estrutura (18, 20,
22) no suporte (2).

4. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a
3, em que pelo menos uma parte da estrutura basica (4) é removida na regi-
50 dos limites (10) antes de o suporte (2) ser dividido.

5. Método de acordo com reivindicagdo 4, em que a estrutura
basica (4) tem uma camada auxiliar mais elevada (22), em que, como parte
da estrutura basica (4), a camada auxiliar (22) é removida na regido dos limi-
tes (10).

6. Método de acordo com a reivindicagdo 5, em que é usado po-
lissilicio como camada auxiliar (22).

7 Método de acordo com a reivindicagdo 5 ou 6, em que a ca-
mada auxiliar (22) é removida com a ajuda de TMAH (24).

8. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagbes 1 a

7, em que a camada de cobertura (14) é produzida com a ajuda de uma
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mascara de projetar sombras como mascara (12).

9. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a
8, em que uma camada de metalizagéo é aplicada como camada de cobertu-
ra (14).

10. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagoes 1 a
9, em que uma pastilha de silicio & usada como suporte (2).

11. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagbes 1 a
10, em que componentes amortecedores baseados em semicondutores s&o
produzidos como componentes semicondutores (8).

12. Método de acordo com a reivindicagdo 11, em que amorte-

cedores 3D sdo produzidos como componentes semicondutores (8).
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RESUMO
Patente de Invengao: "METODO PARA PRODUZIR UMA PLURALIDADE
DE COMPONENTES SEMICONDUTORES INTEGRADOS".

A presente invengao refere-se a um método para produzir uma
pluralidade de componentes semicondutores integrados (8) em um suporte
(2), em que uma estrutura basica ativa (4) é introduzida no suporte (2) de
forma continua pelo menos através de uma parte dos limites (10) dos com-
ponentes semicondutores (8) a serem criados, as regioes dos componentes
semicondutores (8) no suporte (2) sdo definidas, uma camada de cobertura
(14) é aplicada ao suporte (2) na regi&o de cada componente semicondutor
(8) com a ajuda de uma mascara (12), e o suporte (2) é dividido para formar

os componentes semicondutores (8) nos limites (10) do mesmo.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS
	ABSTRACT

